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Wzmacniacze tranzystorowe 
Tranzystor w układzie wzmacniacza:

- odpowiednio spolaryzowany,

- ustalony p.p. dostosowany do amplitudy wzmacnianego sygnału,

- źródło sygnału i obciąŜenie dołączone do tranzystora przez obwody sprzęgające,

- sygnał wyjściowy powinien być niezniekształcony,

- moc wyjściowa większa niŜ sygnału sterującego.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Schemat blokowy

Sterowanie z generatora napięciowego

Sterowanie z generatora prądowego
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – wzmocnienie napięciowe
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – wzmocnienie prądowe
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – admitancja (impedancja) wejściowa
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – admitancja (impedancja) wyjściowa
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – wzmocnienie mocy czynnej
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Wzmacniacze tranzystorowe
Klasyfikacja wzmacniaczy – wzmacniacz napięciowy
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Idealny wzmacniacz napięciowy dostarcza Uwyj o wartości wprost proporcjonalnej do Uwej
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Wzmacniacze tranzystorowe
Klasyfikacja wzmacniaczy – wzmacniacz prądowy
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Idealny wzmacniacz prądowy dostarcza Iwyj o wartości proporcjonalnej do Iwej .
Wzmocnienie nie zaleŜy od wartości Zg i Zobc.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Klasyfikacja wzmacniaczy – wzmacniacz transadmitacyjny
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Idealny wzmacniacz transadmitancyjny  dostarcza Iwyj o wartości wprost proporcjonalnej do Uwej.
Wzmocnienie nie zaleŜy od wartości Zg i Zobc.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Klasyfikacja wzmacniaczy – wzmacniacz transimpedancyjny
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Idealny wzmacniacz transimpedancyjny dostarcza Uwyj o wartości proporcjonalnej do Iwej. 
Wzmocnienie nie zaleŜy od wartości Zg i Zobc.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Charakterystyka amplitudowa wzmacniacza RC
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE – parametry robocze

RC
R1

+ EC

R2

RE

C2

Robc

CE

C1

Rg

Eg



16

Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyk i

Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OC – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OC – parametry robocze



19

Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyk i

RC

+ EC

RE

R1

C2

Robc

C1

Rg

Eg

R2
CB

Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OB – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OB – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Parametry robocze – tranzystor bipolarny
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OS – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OS – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OG – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OG – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OD – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OD – parametry robocze
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości

W układzie sprzęŜenie wejścia z wyjściem aby łatwiej analizować upraszczamy schemat tworząc 
schemat unilateralny.
Przy tworzeniu schematu unilateralnego korzystamy ze zjawiska Millera: 

Zjawisko zwielokrotniania pojemności (ogólnie amditancji) między 
wejściem i wyjściem wzmacniacza, w stosunku zaleŜnym od ku.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości

Cb’c zastępujemy pojemnościami CX i CY równolegle włączonymi do gb’e i gce.
CX i CY takie by admitancja widziana z zacisków X-X i Y-Ybyła taka sama dla obu schematów
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości
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Dla OS postępujemy analogicznie.
Jeśli przyjmiemy, Ŝe rbb’=0  oraz  gb’e=0 to wszystkie zaleŜności wyprowadzone dla OE są słuszne 
dla OS.

Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE i OS – wysokie częstotliwości
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE – niskie częstotliwości

Spadek wzmocnienia przy niskich 
częstotliwościach jest skutkiem wzrostu 
reaktancji kondensatorów C1, C2, C3.
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE – niskie częstotliwości
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Wzmacniacze tranzystorowe
Konfiguracja OE – niskie częstotliwości
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